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РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 1.3.02.06
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК
от 27 сентября 2024 г. № 14

о присуждении Ананченко Дарье Владимировне, гражданство

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических

наук.

Диссертация «Радиационно-индуцированные дефекты и люминесценция

монокристаллов оксида алюминия» по специальности 1.3.8. Физика

конденсированного состояния принята к защите диссертационным советом

УрФУ 1.3.02.06 «07» июня 2024 г., протокол № 12.

Соискатель, Ананченко Дарья Владимировна, 1992 года рождения,

в 2015 году окончила ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению подготовки

11.04.04 Электроника и наноэлектроника;

в 2019 году окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по

направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (Физика

конденсированного состояния);

работает в штатной должности старшего преподавателя, программиста (по

совместительству) и младшего научного сотрудника (по совместительству)

кафедры «Физические методы и приборы контроля качества» ФГАОУ ВО

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина».

Диссертация выполнена на кафедре «Физические методы и приборы

контроля качества» Физико-технологического института ФГАОУ ВО «Уральский

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,

Минобрнауки России.

Научные руководители: доктор технических наук, профессор
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Кортов Всеволод Семенович;

доктор физико-математических наук, доцент, Никифоров Сергей

Владимирович, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина», Физико-технологический институт, кафедра

физических методов и приборов контроля качества, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Полисадова Елена Федоровна, доктор физико-математических наук,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский Томский

политехнический университет», Инженерная школа новых производственных

технологий, Отделение материаловедения, профессор;

Дресвянский Владимир Петрович, доктор физико-математических

наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук,

г. Иркутск, Иркутский филиал института, заведующий филиалом;

Абашев Ринат Мансурович, кандидат физико-математических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики

металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии

наук, г. Екатеринбург, отдел неразрушающего контроля, лаборатория

интеллектуальных технологий диагностики, старший научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации опубликовано 18 работ, из них 8 статей в рецензируемых

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и Аттестационным советом

УрФУ и индексируемых международными базами данных Scopus и Web of

Science. Общий объем опубликованных работ – 2,95 п.л., авторский вклад –

0,6 п.л.

Основные публикации по теме диссертации
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статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах,

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:

1. Kortov V.S. EPR and photoluminescence study of irradiated anion-

defective alumina single crystals / Kortov V.S., Ananchenko D. V., Konev S.F.,

Pustovarov V.A. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section

B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2017. – V. 407. – P.191–196. –

0,44 п.л./0,11 п.л. (Scopus, WoS).

2. Kortov V.S. Effect of annealing on EPR of irradiated anion-defective

alumina single crystal / Kortov V.S., Ananchenko D. V., Konev S.F. // AIP

Conference Proceedings. – 2017. – V. 1886. – № 1. – P.020027. – 0,25 п.л./0,08

п.л. (Scopus, WoS).

3. Ananchenko D. V. Luminescence of sapphire single crystals irradiated

with high-power ion beams / Ananchenko D. V., Nikiforov S. V., Ramazanova G.R.,

Batalov R.I., Bayazitov R.M., Novikov H.A. // Journal of Physics: Conference

Series. – 2018. – V. 1115 – № 5. – P.052027. – 0,38 п.л./0,06 п.л. (Scopus, WoS).

4. Ananchenko D. V. ESR and luminescent properties of anion-deficient α-

Al2O3 single crystals after high-dose irradiation by a pulsed electron beam /

Ananchenko D. V., Nikiforov S. V., Konev S.F., Ramazanova G.R. // Optical

Materials. – 2019. – V. 90. – P.118–122. – 0,31 п.л./0,08 п.л. (Scopus, WoS).

5. Ananchenko D. V. ESR of anion-deficient alumina single crystal after UV

irradiation / Ananchenko D. V., Ramazanova G.R., Nikiforov S. V., Konev S.F. //

AIP Conference Proceedings. – 2019. – V. 2174 – № 1. – P.020245. – 0,38 п.л./0,1

п.л. (Scopus, WoS).

6. Nikiforov S. V. Validation of the model of TSL isothermal decay in

dosimetric α-Al2O3 crystals / Nikiforov S. V., Lushchik A., Nagirnyi V., Romet I.,

Ponomareva A.I., Ananchenko D. V., Moiseykin E. V. // Radiation Measurements.

– 2019. – V. 122. – P.29–33. – 0,25 п.л./0,04 п.л. (Scopus, WoS).

7. Ananchenko D. V. Radiation-induced defects in sapphire single crystals

irradiated by a pulsed ion beam / Ananchenko D. V., Nikiforov S. V., Kuzovkov

V.N., Popov A.I., Ramazanova G.R., Batalov R.I., Bayazitov R.M., Novikov H.A.
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// Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam

Interactions with Materials and Atoms. – 2020. – V. 466 – P.1–7. – 0,5 п.л./0,06 п.л.

(Scopus, WoS).

8. Ананченко Д.В. Люминесценция дефектов F-типа и их термическая

стабильность в сапфире, облученном импульсными ионными пучками /

Ананченко Д.В., Никифоров С.В., Рамазанова Г.Р., Баталов Р.И., Баязитов

Р.М., Новиков Г.А. // Оптика и спектроскопия. – 2020. – Т. 128 – № 2. – С.211-

217. – 0,44 п.л./0,07 п.л.

Ananchenko, D. V., Nikiforov, S. V., Ramazanova, G. R., Batalov, R. I.,

Bayazitov, R. M., Novikov, H. A.  Luminescence of F-type defects and their thermal

stability in sapphire irradiated by pulsed ion beams // Optics and Spectroscopy. –

2020. – V. 128. – P. 207-213. – 0,44 п.л./0,07 п.л. (Scopus, WoS).

На автореферат поступили отзывы от:

1. Баталова Рафаэля Ильясовича, кандидата физико-математических

наук, старшего научного сотрудника Лаборатории интенсивных

радиационных воздействий Казанского физико-технического института

им. Е.К. Завойского – обособленного структурного подразделения ФГБУН

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр

Российской академии наук», г. Казань. Содержит замечания о необходимости

пояснения процесса термохимического окрашивания монокристаллов оксида

алюминия; приведения в тексте характеристик УФ-излучения, используемого

для термооптической обработки кристаллов и применения метода ЭПР к

кристаллам, облученным импульсным ионным пучком.

2. Звекова Александра Андреевича, доктора физико-математических

наук, доцента, профессора кафедры химии твердого тела и химического

материаловедения, и Каленского Александра Васильевича – доктора

физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой химии

твердого тела и химического материаловедения ФГБОУ ВО «Кемеровский

государственный университет». Без замечаний.
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3. Тысченко Иды Евгеньевны, доктора физико-математических наук,

доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории нанодиагностики и

нанолитографии ФГБУН Институт физики полупроводников

им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук,

Новосибирск. Содержит замечания, касающиеся пояснения термина «F-

центр» и причин появления в образцах парамагнитных центров, связанных с

кластерами ионов железа и хрома.

4. Кащенко Михаила Петровича, доктора физико-математических

наук, профессора, заведующего кафедрой общей физики ФГБОУ ВО

«Уральский государственный лесотехнический университет», г.

Екатеринбург. Без замечаний.

5. Воронковой Виолеты Константиновны, доктора физико-

математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории спиновой

физики и спиновой химии Казанского физико-технического института им.

Е.К. Завойского - обособленного структурного подразделения ФГБУН

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр

Российской академии наук». Содержит вопрос, касающийся параметров

измерения спектров ЭПР, представленных на рисунке 2.

6. Гынгазова Сергея Анатольевича, доктора технических наук,

ведущего научного сотрудника проблемной научно-исследовательской

лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников ФГАОУ ВО

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

Содержит замечания, касающиеся пояснения причин уменьшения

интенсивности разгорания ТЛ с ростом температуры изотермической

выдержки (рисунок 13б); а также конкретизации типов дефектов, для которых

проводился теоретический анализ кинетики отжига.

7. Олешко Владимира Ивановича, доктора физико-математических

наук, профессора отделения материаловедения ФГАОУ ВО «Национальный

исследовательский Томский политехнический университет». Без замечаний.
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Выбор официальных оппонентов обосновывается их широкой

известностью своими достижениями и высокой научной компетентностью в

области физики конденсированного состояния, радиационной физики и

оптики, близостью тематики проводимых ими исследований и темы

диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение

научной задачи, связанной с исследованием закономерностей образования и

отжига радиационно-индуцированных дефектов в облученных

монокристаллах α-Al2O3 и оценкой роли данных дефектов в формировании

парамагнитных и люминесцентных свойств исследуемых объектов, имеющей

значение для развития физики конденсированного состояния.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном

вкладе автора в науку:

- обнаружено, что облучение бета-источником 90Sr/90Y, импульсным

электронным пучком (130 кэВ), а также термооптическая обработка при

температурах 573‒773 К термохимически окрашенных кристаллов α-Al2O3

приводят к образованию в них парамагнитных центров с g = 2,008. Доказана

идентичность природы данных центров, формируемых при вышеуказанных

типах воздействия;

- обнаружена прямая корреляция интенсивности линии поглощения

электронного парамагнитного резонанса с g = 2,008 и полос оптического

поглощения и фотолюминесценции агрегатных центров F2-типа, а также

обратная корреляция интенсивности указанных линий одиночных центров F-

типа в термохимически окрашенных кристаллах α-Al2O3;
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- исследована термическая стабильность радиационно-индуцированных

парамагнитных центров с g = 2,008. Установлено, что отжиг данных дефектов

происходит в интервале температур 773‒973 К;

- обнаружено, что облучение импульсным пучком ионов С+/H+ (энергия

300 кэВ) приводит к образованию в монокристаллах α-Al2O3 одиночных F- и

F+-центров, агрегатных центров F2-типа, а также дефектов неустановленной

природы, ответственных за полосу ФЛ при 2,85 эВ с максимумом возбуждения

при 4,3 эВ;

- установлено, что F+-центры в монокристаллах оксида алюминия,

облученных импульсным пучком ионов С+/H+, теряют стабильность при

Т = 723‒1123 К в результате их рекомбинации с подвижными межузельными

атомами кислорода Oi;

- показана взаимосвязь эффекта разгорания термостимулированной

люминесценции в пике при 573 К с термической ионизацией возбужденных

состояний F-центров в термохимически окрашенном α-Al2O3.

Результаты работы имеют фундаментальное значение c точки зрения

установления связи образования парамагнитных радиационно-

индуцированных центров, образуемых в термохимически окрашенном α-Al2O3

после высокодозного облучения, с люминесценцией собственных дефектов в

кристалле. Полученные данные о термической стабильности радиационных

дефектов в облученных монокристаллах α-Al2O3 могут использоваться для

разработки физических принципов управления дефектной структурой и

люминесцентными свойствами исследуемых кристаллов. Установленные в

работе закономерности могут использоваться в люминесцентной и ЭПР-

дозиметрии ионизирующих излучений. Данные о термической устойчивости

и механизме отжига радиационных дефектов, образуемых в

стехиометрических монокристаллах α-Al2O3 под воздействием мощных

импульсных ионных пучков с разной плотностью энергии, полезны при

разработке радиационно-стойких диэлектрических материалов

микроэлектроники.




